光センサーの基板にはn-Si(001)-10Ωcm・厚さ0.5mmを用いて作製しています。そして、電極の評価をするために以下のような試料を作成しました。
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Si基板を5×15mmにカットし、表面を#240のサンドペーパーで削り、すぐに10＾-3[Pa]の真空装置に入れ、室温のSi基板にAlを加熱によって蒸着しました。その後、装置から取り出しφ0.2mmのAgワイヤーをシルバーペーストで付け、図1のような試料を作成しました。
　　図2　I-V特性　(添付ファイルあり)
評価は二つのAl電極間をI-V測定することによって行いました。その結果、真空から取り出してすぐは200Ω程度なのですが、1時間経つと数ｋΩ、1日経つと数十kΩと抵抗値が高くなり、2日程経つと数十kΩで飽和しました。その後、Al電極をテスターのリード棒や書けなくなったボールペンで押すと、圧力を加えた面積に応じて抵抗値が下がり、電極全体（電極A・B共）に圧力を加えた後は、真空から取り出してすぐの抵抗値近くまで(300Ω程度)下がりました。しかし、時間が経つと、また抵抗が高くなりました。原因の一つにAl表面の酸化が考えられるので、一つの電極内で抵抗を測定したところ、数Ωしかありませんでした。また、真空内ではAl蒸着後7時間程経過しても抵抗値の上昇はありませんでした。
次に、電極Ａのみに圧力を加えたところ、図2のようにB-Aバイアス(＋方向)の抵抗が大きく下がり、A-Bバイアス(－方向)の抵抗は少しだけ下がりました。その後、電極Ｂに圧力を加えたところ、さっきとは逆にA-Bバイアスの抵抗が大きく下がり、B-Aバイアスの抵抗は少しだけ下がりました。
比較のためにp-Si(001)-10Ωcm・厚さ0.5mmを用いて同様の実験をしたところ、同様な特性を示したのですが、その変化量はn型基板に比べて非常に小さく電極に圧力を加える前は1kΩ、加えた後は800Ωでした。また、整流特性は確認できませんでした。
　考察は以下のようにしました。まず、試料作成時には図3のようになっていて、時間が経つにつれAl表面の酸化とn型基板への拡散により図4に示すようになります。そのため、酸化膜とpn接合の障壁により抵抗値が高くなります。その後、電極Aに圧力を加えると電極Aの下のp型層が破れる事によってAlとn型層が接触しB-Aバイアスの抵抗値が減少します。電極Bに圧力を加えると電極Bで同様の事が起こるため、逆の特性変化が起こります。
そして、電極全体(電極A・B共)に圧力を加えると図3の状態に戻るため、抵抗値が最初の値近くまで減少します。また、p型ではAlが拡散してもｐ型のままなのでpn接合は形成されないので抵抗値は変化しませんが、p型-Al接合では仕事関数の差により障壁が形成されるのでn型-Al接合に比べて抵抗値は高くなります。しかし、圧力を掛けたときの若干の抵抗変化が現れましたが、この原因については不明です。また、n型p型共にAl酸化膜が形成され抵抗値を上昇させるのですが、AgワイヤーとAlの接触点はAgペーストでカバーされているため酸化が進まない事と電極内のAg-Al接触面以外に圧力を加えているためAg-Al界面は変化しない事を考慮すると、Alの酸化は抵抗変化に無関係であります。
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　次に、原因が理解できない点について三つ述べます。
(1)試料の作成時にAlの蒸着前にサンドペーパーで表面を削るのですが、荒く削るほど最初の抵抗値が下がります。これは表面積の増加もしくは表面での格子欠陥の増加が考えられるのですがはっきりと原因がわかりません。元の表面は残っていないように削っているのでSi酸化膜の影響は少ないと思います。
(2)ｎ型での電極Ａに圧力を加えた時の、A-Bバイアスの抵抗は少量の低下および電極BでのB-Aバイアスの抵抗の少量の低下についてですが、これはpn接合の順方向抵抗よりn型-Al接合の抵抗の方が低いことでしか説明が付きません。また、p型の抵抗値の減少については説明できません。
(3)抵抗値が真空内では変化せずに大気中に取り出してから上昇することについては、大気中の酸素もしくは大気圧のどちらかが原因と考えられるのですが、酸素については上で述べたようにAl表面の酸化が抵抗変化に無関係であるとすれば、大気圧しか原因がありません。そうするとSiへのAlの拡散が室温で真空では起こらず大気圧がAlにかかると拡散して行くと言う説明くらいしか出来ません。
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